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упоряд. А. В. Іванченко ; наук. керівник В. І. Михайленко ; ред. 
І. С. Шелестович. – Одеса, 2018. – 85 с. : іл. – (Серія «Вчені Одеси» ; 
вип. 50). 
 
 

Цей випуск серії біобібліографічних покажчиків «Вчені 
Одеси» присвячено Олександру Олександровичу Птащенку – 
доктору фізико-математичних наук, професору, поету, публіцисту, 
громадському діячу, члену Національної спілки письменників 
України. 

При укладанні посібника використовувалися фонди Одеської 
національної наукової бібліотеки, наукової бібліотеки Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, інших бібліотек 
міста та особистий архів ученого. 

У покажчик включені біографічна довідка, хронологічний 
покажчик наукових праць, перелік публіцистичних праць, 
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наукову та громадську діяльність, списки патентів та авторських 
свідоцтв на винаходи, а також дисертацій, які були захищені під 
керівництвом ученого. Доповнюють видання алфавітний покажчик 
наукових праць, покажчики періодичних видань та імен. Зірочками 
позначені окремі видання та публікації, не переглянуті de visu. 

Посібник адресовано науковцям, викладачам, студентам, 
бібліотечним працівникам та всім тим, хто цікавиться історією 
науки. 
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

Олександр Птащенко є унікальною людиною  
в нашій Одесі. Доктор фізико-математичних  
наук і поет, і фізик, і лірик в одній особі! 

О. Різників 
 
 

Олександр Олександрович Птащенко народився 10 січня 
1940 р. у с. Журавка, Миколаївського району, Одеської області. 
Батько, Олександр Іванович, був ковалем, останнім із роду 
ковалів, що в селі Шабельники виготовляли козацьку зброю, 
коваль від Бога, гарний музикант, відомий в окрузі мисливець, 
весела і дотепна людина. Повернувшись із війни тяжко хворим, 
помер у 40 років, коли Олександрові, наймолодшому з чотирьох 
дітей, було сім років. Батько став для сина взірцем на все його 
життя. Мати, Ганна Тимофіївна, виростила дітей і допомогла їм 
здобути освіту. 

1953 р. Олександр закінчив Журавську семирічну школу. У 
восьмий клас пішов до Червонокутської школи (Ширяєвський 
район, Одеської області). У 1961 р. закінчив фізичний 
факультет Одеського державного (нині – національного) 
університету імені І. І. Мечникова, у 1965 – аспірантуру ОДУ. 
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук «Дослідження домішкової фотопровідності 
та її інфрачервоного гасіння в напівпровідникових речовинах 
типу CdS» («Исследование примесной фотопроводимости и ее 
инфракрасного гашения в полупроводниковых веществах типа 
CdS») захистив 1968 р. під науковим керівництвом засновника і 
директора Інституту фізики напівпровідників НАН України (Київ) 
академіка НАН України В. Є. Лашкарьова. У вченому званні 
доцента був затверджений 1972 р. 

З 1963 р. працював в університеті: асистент, старший 
викладач, доцент, професор, завідувач кафедри фізики 
твердого тіла та твердотільної електроніки (2005–2017), 
заснованої професором В. О. Прєсновим у 1969 р. (тоді – 
кафедра фізичної електроніки). 

При кафедрі була створена Галузева науково-дослідна 
лабораторія фізичних основ електронної техніки Міністерства 
електронної промисловості СРСР. У той період швидко зріс 
випуск світловипромінюючих структур, таких як світлодіоди і 
напівпровідникові лазери. У зв'язку з цим гостро постала 
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проблема вивчення їх деградації, і відповідальним виконавцем 
першої теми з дослідження деградаційних явищ у 
світловипромінюючих діодах на основі сполук АIII ВV став саме 
О. О. Птащенко. 

Від часу заснування кафедри брав активну участь у 
створенні її лекційних курсів і практикумів. Розробив і читав 
курси з нелінійної оптики та квантової електроніки, з проблем 
сучасної фізики, спецкурси з фізичних основ оптоелектроніки і 
квантової електроніки. Розробив спецпрактикуми з 
оптоелектроніки та квантової електроніки. Керував науково-
дослідницькою групою науковців. Під керівництвом професора 
О. О. Птащенка захищено 12 кандидатських дисертацій. Його 
учні працюють у вищих навчальних закладах України, у США, у 
країнах Європи, Азії та Африки. 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
фізико-математичних наук «Нерівноважні процеси в сильних 
електричних полях у випромінюючих структурах з 
потенціальними бар'єрами на основі напівпровідників АIII ВV» 
захистив у Києві 1987 р. українською мовою. Тоді ж почав 
викладати квантову електроніку і оптоелектроніку українською 
мовою. Вчене звання професора було присвоєне 1989 р. 

Наукові інтереси: фізика напівпровідників 
(випромінювальна та невипромінювальна рекомбінація, явища 
в сильних полях, тунельні явища, фотохімічні реакції, 
розмноження дислокацій та їх рекомбінаційна роль, поверхнева 
рекомбінація); оптоелектроніка (напівпровідникові лазери, 
світлодіоди, багатошарові гетероструктури, ізотипні 
гетероструктури, S-діоди, фотодіоди, сонячні елементи; 
рекомбінаційні та хвилепровідні явища, деградація, механічні 
напруження, поляризаційні явища, нелінійні ефекти, 
просторово-неоднорідні процеси); фізика хімічних сенсорів, 
комп'ютерне моделювання фізичних процесів у 
напівпровідникових структурах. 

Науковий керівник низки досліджень з держбюджетних 
тем, зокрема, з деградаційних процесів у світловипромінюючих 
структурах, просторових властивостей та поляризації 
випромінювання лазерних гетероструктур; дослідження 
поверхневих явищ і нерівноважних процесів у шаруватих 
структурах оптоелектроніки; дослідження квантово-розмірних 
оптичних явищ у наночастинках галоїдів срібла, сформованих у 
шпаристих силікатних стеклах. 



 5 

Розробив високоефективні напівпровідникові джерела 
світла без p-n-переходу, високочутливі сенсори температури і 
магнітного поля на основі p-і-n-структур. Запропонував ряд 
моделей деградаційних процесів в оптоелектронних приладах, 
у тому числі – у лазерах. 

Узагальнив феноменологічну теорію проходження струму 
в напівпровідникових структурах з потенціальними бар'єрами з 
урахуванням тунельної рекомбінації носіїв заряду через глибокі 
рівні поблизу дислокацій та на поверхні. Вивчив також 
закономірності деградації та розробив моделі деградаційних 
процесів, пов'язаних з генерацією, перенесенням та 
накопиченням   дефектів   у   неоднорідних   напівпровідникових  
p-n-, p-i-n-, n-i-n-структурах. Розробив методики діагностики 
деградаційних процесів у напівпровідникових приладах. 
Встановив закономірності низки поляризаційних явищ у 
напівпровідникових лазерах, які можна використовувати для 
створення диференційних оптоелектронних сенсорів та для 
діагностики надійності напівпровідникових лазерів. 

Головним своїм досягненням професор О. О. Птащенко 
вважає книгу «Основи квантової електроніки», перший в Україні 
навчальний посібник з квантової електроніки такого обсягу, 
який широко використовують вітчизняні провідні університети. 
Він є також автором першого в Україні навчального посібника 
«Основи нелінійної фізики». 

Протягом 2003-2005 рр. очолював Одеське обласне 
об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Г. Шевченка. Силами «Просвіти» в Одесі в 2004 р. 
проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє». 

Важливою справою була також організація (в тому числі 
фінансова) встановлення в Одесі трьох меморіальних дошок: 
засновникові кафедри – лауреату Державної премії України 
професору Віктору Олексійовичу Прєснову (це була перша в 
Одесі меморіальна дошка вченому-фізику); Михайлу 
Комарову – видатному діячеві культури України кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. та одному із засновників одеської «Просвіти»; 
народному артисту України, лауреату премії Олексія Попова 
Миколі Йосиповичу Сльозці (сьогодні це єдина в Одесі 
меморіальна дошка українському актору). 

З дитинства пише вірші. У 1980-ті почав писати 
патріотичні вірші й читати їх на зібраннях науковців. Займається 
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також публіцистичною діяльністю. Його поезії та статті 
публікуються      у    періодичних     виданнях     Одеси,     Києва,  
Івано-Франківська, Чернівців, Миколаєва, а також у США. Він 
автор збірок «Любов і біль», «Нищені – не знищені», 
«Вклоняюсь Вам», «Наша Голгофа. Думи» (два видання). 

Особливо важливим у літературній творчості Олександра 
Птащенка став жанр сучасної літературної думи, який дозволяє 
правдиво, яскраво й емоційно відображати героїчні та трагічні 
події у сучасній боротьбі за незалежність України, а також 
оспівувати наших героїв. Що стосується тематики 
публіцистичних статей, то вони, здебільшого, присвячені 
науковому, культурному та громадсько-політичному життю 
Одеси та України в цілому. Є також низка статей, що 
відображають трагічні сторінки нашої історії. 

Член Українського фізичного товариства та Національної 
спілки письменників України. 

Нагороджений медаллю «За освоєння цілинних земель», 
почесними грамотами Одеської облдержадміністрації (2004) та 
Одеської облради (2010), відзначений медаллю «Просвіти» 
«Будівничий України». 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

1965 
 

1. ИК-гашение в CdS при различной степени участия r-канала в 
рекомбинации // Тезисы докладов научной конференции 
физического факультета, посвященной 100-летию Одесского 
государственного университета. – Одесса, 1965. – С. 20–22. 
 
2. Инфракрасное гашение примесной фотопроводимости 
сульфида кадмия / соавт. В. В. Сердюк // Тезисы докладов 
Четвертого Всесоюзного совещания по фотоэлектрическим 
явлениям в полупроводниках. – Одесса, 1965. – С. 90. 
 
3. Исследование стационарного инфракрасного гашения фототока 
в CdS // УФЖ. – 1965. – Т. 10, № 12. – С. 1341–1348. 
 
4. К вопросу об инфракрасном гашении фотопроводимости в 
монокристаллах CdS // УФЖ. – 1965. – Т. 10, № 3. – С. 303–311. 

 
1966 

 
5. Инфракрасное гашение примесной фотопроводимости в 
сульфиде кадмия / соавт.: В. В. Сердюк, И. А. Кузьменко // ФТТ. – 
1966. – Т. 8, № 5. – С. 1623–1625. 
 
6. Исследование спектральной зависимости фотоионизации 
очувствляющих центров в сульфиде кадмия / соавт. 
В. Е. Лашкарев // Тезисы докладов Всесоюзного совещания по 
полупроводниковым соединениям А2В6 и их применению. – Киев, 
1966. – С. 51. – Те саме // ДАН СССР. – 1967. – Т. 172, № 1. – 
С. 77–79. 
 
7. Особенности стационарных люкс-амперных характеристик 
примесной фотопроводимости с очувствляющих центров в 
сернистом кадмии // Тезисы докладов Всесоюзного совещания по 
полупроводниковым соединениям А2В6 и их применению. – Киев, 
1966. – С. 16. – Те саме // УФЖ. – 1967. – Т. 12, № 3. – С. 471–473. 
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1967 
 

8. Роль центров красной люминесценции в процессах 
фотопроводимости в CdS // ФТП. – 1967. – Т. 1, № 6. – С. 866–868. 

 
1968 

 
9. Исследование примесной фотопроводимости и ее 
инфракрасного гашения в полупроводниковых веществах типа 
CdS : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 049 / ОГУ. – Одесса, 
1968. – 13 с. 

 
1969 

 
10. Кинетика примесной фотопроводимости полупроводников типа 
CdS / соавт. В. Е. Лашкарев // Тезисы докладов Второго 
Всесоюзного совещания по физике и химии соединений типа 
А2В6. – Киев, 1969. – С. 100. – Те саме // УФЖ. – 1970. – Т. 15, 
№ 7. – С. 1108–1115. 

 
1970 

 
11. Влияние величины тока на спектр излучения светодиодов на 
основе арсенида галлия / соавт.: В. А. Преснов [и др.] // 
Материалы Четвертого Всесоюзного совещания по физическим 
явлениям в p-n-переходах в полупроводниках. – Одесса, 1970. – 
С. 31. 
 
12. Исследование поверхностных токов в p-n-переходах на основе 
арсенида галлия / соавт.: В. А. Преснов, И. Е. Былина, 
А. П. Овчинникова // Материалы Четвертого Всесоюзного 
совещания по физическим явлениям в p-n-переходах в 
полупроводниках. – Одесса, 1970. – С. 30. 
 
13. Исследование старения светодиодов на основе арсенида 
галлия / соавт.: В. А. Преснов, И. И. Круглов, 
Н. Н. Голембиевский // Материалы Четвертого Всесоюзного 
совещания по физическим явлениям в p-n-переходах в 
полупроводниках. – Одесса, 1970. – С. 39. 
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14. Сопоставление различных механизмов деградации 
светодиодов на основе арсенида галлия / соавт.: В. А. Преснов, 
И. И. Круглов, Н. Н. Голембиевский // Материалы Четвертого 
Всесоюзного совещания по физическим явлениям в p-n-переходах 
в полупроводниках. – Одесса, 1970. – С. 39. 
 
15. Температурное гашение электролюминесценции в 
светодиодах на основе арсенида галлия с примесью цинка / 
соавт.: В. А. Преснов [и др.] // Материалы Четвертого Всесоюзного 
совещания по физическим явлениям в p-n-переходах в 
полупроводниках. – Одесса, 1970. – С. 28. 
 
16. Температурные  зависимости  избыточных и  обратных токов в  
p-n-переходах на основе арсенида галлия / соавт.: В. А. Преснов, 
Л. Ф. Литовченко, Н. Н. Голембиевский // Материалы Четвертого 
Всесоюзного совещания по физическим явлениям в p-n-переходах 
в полупроводниках. – Одесса, 1970. – С. 30. 

 
1971 

 
17. Влияние уменьшения концентрации акцепторов в процессе 
старения на свойства светодиодов / соавт.: В. А. Преснов [и др.] // 
Электрон. техника. – 1971. – № 7. – С. 8–15. – (Серия 2, 
Полупроводниковые приборы). 
 
18. Избыточные токи и старение светодиодов на основе СaAs / 
соавт.: В. А. Преснов [и др.] // Электрон. техника. – 1971. – № 7. – 
С. 16–20. – (Серия 2, Полупроводниковые приборы). 

 
1972 

 
19. Влияние избыточных токов на температурное гашение 
электролюминесценции светодиодов на основе GaAs / соавт.: 
В. А. Преснов [и др.] // ФТП. – 1972. – Т. 6, вып. 1. – С. 215. – Деп. в 
ЦНИИ «Электроника» 28.09.1971, ДЭ–454. 
 
20. Двойные оптические переходы через глубокие уровни и 
спектральное преобразование электромагнитного излучения // 
Совещание по глубоким центрам в полупроводниках. – Одесса, 
1972. – С. 96. 
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1973 
 

21. Деградация светодиодов на основе GaAs1-xPx и Ga1-xAlxAs / 
соавт.: В. А. Преснов [и др.] // Электрон. техника. – 1973. – № 2. – 
С. 37–44. – (Серия 2, Полупроводниковые приборы). 

 
1974 

 
22. Двойные оптические переходы и антистоксова 
люминесценция // УФЖ. – 1974. – Т.19, № 5. – С. 813–817. 

 
1975 

 
23. Деградация излучения GaAs:Si-светодиодов при высоких 
плотностях тока // ФТП. – 1975. – Т. 9, №10. – С. 2043–2054. – Деп. 
в ЦНИИ «Электроника» 1975, №3322/75. 

 
24. Механизмы деградации и прогнозирование срока службы 
оптоэлектронных устройств на p-n-переходах // Тезисы докладов 
Седьмой Всесоюзной научно-технической конференции по 
микроэлектронике. – Львов, 1975. – С. 112–113. 

 
1976 

 
25. Ионная проводимость и нестационарное распределение 
примесных центров в полупроводниках с p-n-переходом // Тезисы 
докладов Четвертого Всесоюзного совещания «Физика, химия и 
технические применения полупроводников А2В6». – Киев, 1976. – 
С. 167. 
 
26. Исследование механизмов деградации светоизлучающих 
диодов на основе GaAs1-xPx и Ga1-xAlxAs при низких уровнях 
инжекции / соавт.: В. П. Сушков [и др.] // Электрон. техника. – 
1976. – № 8. – С. 41–54. – (Серия 2, Полупроводниковые приборы). 
 
27. Исследование фотопроводимости n+-n-v-n+-гетероструктур 
GaAs – Ga1-xAlxAs – Ga1-yAlyAs – GaAs / соавт. Ф. П. Тимохов // 
Вопр. физики твердого тела. – 1976. – С. 153–157. 
 
28. Исследование p-i-n-структур на основе GaAs(o) / соавт. 
В. И. Марютин. – Деп. 12.03.76, № 772–76. 
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29. Методы исследования стабильности СИД / соавт.: 
В. М. Баранов [и др.] // Тезисы докладов Второй Всесоюзной 
научно-технической конференции «Фотометрия и ее 
метрологическое обеспечение». – Москва, 1976. – С. 154. 
 
30. Механизмы оптического гашения люминесценции в 
полупроводниках с несколькими каналами рекомбинации // Тезисы 
докладов Четвертого Всесоюзного совещания «Физика, химия и 
технические применения полупроводников А2В6». – Киев, 1976. – 
С. 167–168. 
 
31. Монополярная инжекция и лавинное умножение носителей 
заряда в высокоомных слоях полупроводников / соавт. 
Ф. П. Тимохов // Тезисы докладов Четвертого Всесоюзного 
совещания «Физика, химия и технические применения 
полупроводников А2В6». – Киев, 1976. – С. 168. 

 
1977 

 
32. Деградация     светоизлучающих    диодов   на    основе   GaAs,  
Ga1-xAlxAs   и   GaAs1-xPx    и   накопление    примесных    центров  в  
p-n-переходах / соавт.: В. М. Баранов, Л. Ф. Литовченко, 
В. А. Тепляков // Тезисы докладов Шестой Всесоюзной 
конференции по электролюминесценции. – Днепропетровск, 
1977. – С. 53–54. – Те саме // Вопросы физики 
электролюминесценции : материалы Четвертой Всесоюз. конф. по 
электролюминесценции. – Днепропетровск, 1979. – С. 132–139. 

 
33. Излучательная    рекомбинация    при     двойной    инжекции  в  
n+-i-n-гетеропереходах GaAs – Ga1-xAlxAs / соавт. Ф. П. Тимохов // 
УФЖ. – 1977. – Т. 22, № 7. – С. 1111–1117. 

 
1978 

 
34. Влияние структуры светоизлучающих диодов на их 
деградацию / соавт.: В. М. Баранов [и др.] // Тезисы докладов 
Четвертого Всесоюзного совещания по исследованию арсенида 
галлия. – Томск, 1978. – С. 32. 
 
35. Движение  примесных  центров  при  комнатной  температуре в  
p-n-переходах на основе GaAs, Ga1-xAlxAs, GaAs1-xPx. / соавт.: 
Л. Ф. Литовченко, В. А. Тепляков, В. М. Баранов // УФЖ. – 1978. – 
Т. 23, № 1. – С. 100–108. 
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36. Лавинное    умножение     носителей     заряда     в    изотипных  
n+-v-n-гетеропереходах GaAs – Ga1-xAlxAs / соавт. Ф. П. Тимохов // 
Изв. вузов. Физика. – 1978. – № 6. – С. 80–84. 
 
37. Механизмы деградации полупроводниковых излучателей 
оптического диапазона // Тезисы докладов Четвертого 
Всесоюзного совещания по исследованию арсенида галлия. – 
Томск, 1978. – С. 27–28. 
 
38. Особенности характеристик фото- и электролюминесценции 
многослойных полупроводниковых структур / соавт.: В. П. Сушков 
[и др.] // Электрон. техника. – 1978. – № 8. – С. 37–47. – (Серия 2, 
Полупроводниковые приборы). 
 
39. Особенности          характеристик           электролюминесценции  
n+-v-n-гетероструктур / соавт. Ф. П. Тимохов // УФЖ. – 1978. – 
Т. 23, № 12. – С. 1989–1993. 
 
40. Перезарядка глубоких примесных уровней в p-v-n-структурах 
на основе GaAs(o) / соавт. В. И. Марютин // Тезисы докладов 
Четвертого Всесоюзного совещания по исследованию арсенида 
галлия. – Томск, 1978. – С. 78. 
 
41. Температурная и временная нестабильность 
электролюминесценции многослойных полупроводниковых 
гетероструктур / соавт.: В. П. Сушков [и др.] // Тезисы докладов 
Второй Всесоюзной конференции по физическим процессам в 
полупроводниковых гетероструктурах. – Ашхабад, 1978. – Т. 1. – 
С. 77–79. 
 
42. Фотоэлектрические свойства и электролюминесценция 
изотипных гетероструктур на основе GaAs – Ga1-xAlxAs / соавт. 
Ф. П. Тимохов. – Деп. в ВИНИТИ 28.02.1978, № 675–678. 

 
1979 

 
43. Влияние оптической обратной связи на характеристики 
лавинных фотодиодов на основе n+-v-n-гетероструктур // 
Фотоэлектрические явления в полупроводниках : тез. докл. респ. 
конф. Ужгород, ноябрь 1979 г. – Киев, 1979. – С. 186–187. 
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44. Влияние   перезарядки   примесных    ионов  на  их  движение в  
p-n-переходе // УФЖ. – 1979. – Т. 24, № 9. – С. 1406–1407. 
 
45. Деградация инжекционной электролюминесценции и дрейф 
примесных ионов в p-n-переходах / соавт.: В. М. Баранов, 
В. А. Тепляков, Л. Ф. Литовченко // ЖПС. – 1979. – Т. 30, № 4. – 
С. 751–752. – Деп. в ВИНИТИ, рег, 1979, № 468–79. 
 
46. Исследование механизма деградации электролюминесценции 
Ga1-xAlxAs / соавт.: В. П. Сушков [и др.] // Письма в ЖТФ. – 1979. – 
Т. 5, № 10. – С. 624–627. 
 
47. Исследование стабильности излучающих диодов на основе 
Ga1-xInxAs1-yPy / соавт.: В. М. Баранов [и др.] // РЭ. – 1979. – Т. 24, 
№ 11. – С. 2342–2349. 
 
48. Оптическое   и   термическое   гашение инжекционного   тока в  
p-v-n-структурах на основе GaAs(О) / соавт. В. И. Марютин // 
Фотоэлектрические явления в полупроводниках : тез. докл. респ. 
конф. Ужгород, ноябрь 1979 г. – Киев, 1979. – С. 187–188. 
 
49. Особенности деградации оптических излучателей на основе 
n+-i-n-гетероструктур GaAs – Ga1-yAlyAs – Ga1-xAlxAs / соавт. 
Ф. П. Тимохов // ЖПС. – 1979. – Т. 31, № 3. – С. 453–454. 

 
1980 

 
50. Деградация светоизлучающих диодов // ЖПС. – 1980. – Т. 33, 
№ 5. – С. 781–803. 
 
51. Исследование         глубоких      примесных             уровней      в  
p-v-n-структурах   на   основе   GaAs  (О)  /  соавт.  В. И. Марютин //  
II Всесоюзное совещание по глубоким уровням в 
полупроводниках : тез. докл. – Ташкент, 1980. – Ч. 2. – С. 104–105. 
 
52. О механизме насыщения инжекционного тока и отрицательной 
фотопроводимости p-v-n-структур на основе GaAs (О) / соавт. 
В. И. Марютин // ФТП. – 1980. – Т. 14, № 1. – С. 3–6. 
 
53. Особенности деградации излучающих диодов, связанные с 
неоднородностями p-n-переходов / соавт.: В. М. Баранов [и др.] // 
Оптические системы и элементы оптико-электронной аппаратуры 
для исследования быстропротекающих процессов. – Москва, 
1980. – С. 93–97. 
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54. Роль дрейфа безызлучательных центров в деградации 
оптических излучателей на основе GaInAsP и GaAlAs / соавт.: 
В. М. Баранов [и др.] // Оптические системы и элементы оптико-
электронной аппаратуры для исследования быстропротекающих 
процессов. – Москва, 1980. – С. 103–107. 

 
1981 

 
55. Особенности генерации дефектов в GaAs и GaAlAs под 
действием рентгеновского излучения / соавт. В. И. Ирха // УФЖ. –
1981. – Т. 26, № 11. – С. 1880–1883. 
 
56. Особенности    инжекционного    отжига   дефектов,  введенных  
γ-облучением, в многослойных полупроводниковых излучающих 
структурах / соавт. В. И. Ирха // Интеграция и нетермическая 
стимуляция технологических процессов микроэлектроники : тез. 
докл. Всесоюз. конф. АПМ–81. – Москва, 1981. – С. 96. 
 
57. Особенности радиационной деградации светоизлучающих 
диодов с переизлучением фотонов / соавт.: В. П. Сушков, 
В. И. Ирха // ФТП. – 1981. – Т. 15, № 11. – С. 2198. – Деп. в ЦНИИ 
«Электроника» 27.01.81, № РА–3122. 
 
58. Роль неоднородности p-n-переходов в деградации излучающих 
диодов на основе InGaAsP / соавт.: В. М. Баранов [и др.] // ЖПС. – 
1981. – Т. 35, № 2. – С. 338–343. 

 
1982 

 
59. Влияние дислокаций на эффективность и стабильность 
элементов оптоэлектроники / соавт. Н. В. Мороз // Первая 
Всесоюзная конференция «Физические основы надежности и 
деградации полупроводниковых приборов» : тез. докл. – Кишинев, 
1982. – Ч. 1. – С. 50. 
 
60. Высокая магниточувствительность и локализация 
электрического поля в p-i-n-структурах на основе GaAs(О) / соавт. 
В. И. Марютин // Пятое Всесоюзное совещание по исследованию 
арсенида галлия. Томск, 21-23 сент. 1982 г. : тез. докл. – Томск, 
1982. – С. 147–149. 
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61. Деградация p-v-n-светодиодов на основе GaAs(О) / соавт. 
В. И. Марютин // ЖПС. – 1982. – Т. 36, № 2. – С. 317–319. 
 
62. Исследование деградации оптоэлектронных структур на 
основе полупроводников А3В5 / соавт. В. А. Преснов // Первая 
Всесоюзная конференция «Физические основы надежности и 
деградации полупроводниковых приборов» : тез. докл. – Кишинев, 
1982. – Ч. 1. – С. 28–29. 
 
63. Кинетика перезарядки примесных уровней в s-диодах на 
основе GaAs(О) / соавт. В. И. Марютин // ФТП. – 1982. – Т. 16, 
№ 5. – С. 878–880. 
 
64. Особенности               микроплазменных             явлений          в  
n-v-n-гетероструктурах // Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной 
конференции по физическим процессам в полупроводниковых 
гетероструктурах. Одесса, 7-9 июня 1982 г. – Одесса, 1982. – 
Т. 1. – С. 209–211. 
 
65. Фотоэлектрические свойства p-i-n-структур на основе GaAs(О) / 
соавт. В. И. Марютин // Фотоэлектрические явления в 
полупроводниках : тез. докл. ІІ Респ. конф. Одесса, сент. 1982. – 
Киев, 1982. – С. 195–196. 
 
66. Характеристики            туннельно-термических            токов     в  
p-n-переходах // УФЖ. – 1982. – Т. 27, № 12. – С. 1829–1833. 

 
1983 

 
67. К        природе        высокой       магнитной      чувствительности  
p-i-n-структур на основе GaAs(О) / соавт. В. И. Марютин // ФТП. – 
1983. – Т. 17, № 1. – С. 183. – Деп. в ЦНИИ «Электроника», 1982, 
№ Р–3427/82. 
 
68. О   механизме  прохождения   тока  в   магниточувствительных  
p-i-n-структурах на основе GaAs(О) / соавт. В. И. Марютин // 
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. – Киев, 1983.– 
С. 5–9. 
 
69. Характеристики       предпробойного      тока    в      излучающих  
n+-v-n-гетероструктурах // ФТП. – 1983. – Т.17, № 11. – Деп. в 
ЦНИИ «Электроника», 1983, № Р–3672/83. 
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1984 
 

70. Влияние механических напряжений на поверхностные 
свойства арсенида галлия / соавт. Эм Рен Сик // Физика 
поверхностных явлений в полупроводниках : тез. докл. VIII 
совещания. – Киев, 1984. – С. 67. 
 
71. Влияние механических напряжений на характеристики диодов 
с барьером Шоттки на основе GaAs / соавт. Эм Рен Сик // 
Материалы II Научной конференции молодых ученых Одесского 
университета им. И. И. Мечникова. Одесса, 29-30 марта 1984 г. – 
Одесса, 1984. – С. 158–165. 
 
72. Влияние туннельного захвата с испусканием фононов на 
примесную рекомбинацию носителей заряда в p-n-переходах // 
УФЖ. – 1984. – Т. 29, № 4. – С. 575–581. 
 
73. Влияние γ-радиации на GaxAl1-xAs излучающие диоды / соавт.: 
В. И. Ирха, В. А. Чапнин // Электровакуумные приборы для 
метрологического обеспечения быстропротекающих процессов. – 
Москва, 1984. – С. 56–63. 
 
74. Неоднородности распределения фототока по поверхности 
МДП-структур, подвергнутых длительным механическим 
напряжениям / соавт. Эм Рен Сик. – Одесса : Одес. гос. ун-т, 
1984. – 13 с. : ил. – Деп. в УкрНИИТИ 01.04.85, № 628Ук–85. 

 
1985 

 
75. Деградация СИД на основе GaAlAs в форсированном режиме / 
соавт.: Б. В. Цап, Н. В. Мороз // Тезисы докладов II Всесоюзной 
конференции «Моделирование отказов и имитация на ЭВМ 
статистических испытаний изделий электронной техники». – 
Москва, 1985. – С. 101–102. 
 
76. Особенности распределения фототока в p-i-n-структурах со 
сверхдлинной базой на основе компенсированного GaAs, 
связанные с разогревом электронов / соавт. В. И. Марютин // 
ФТП. – 1985. – Т. 19, № 12. – С. 2224–2226. 
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77. Effect  of   hot  electrons    trapping on  electrical  characteristics of  
p-i-n junctions // Abstracts of 4th International Conference on Hot 
Electrons in Semiconductors. – Innsbruck, 1985. – P. TU – 4.13. 

 
1986 

 
78. Влияние механических напряжений на деградационные 
процессы в приборных структурах на основе полупроводников 
А3В5 / соавт. В. А. Преснов // Вторая Всесоюзная конференция 
«Физические основы надежности и деградации 
полупроводниковых приборов» : тез. докл. – Кишинев, 1986. – 
Ч. 1. – С. 14–16. 
 
79. Влияние примесного захвата горячих электронов на 
электрические свойства p-v-n-структур со сверхдлинной базой на 
основе квазимонополярного релаксационного полупроводника // 
ФТП. – 1986. – Т. 20, № 11. – С. 2135. – Деп. в ЦНИИ 
«Электроника», 1986, Р 4095/86. 
 
80. Деградация электролюминесценции p-n-переходов на основе 
GaAlAs и GaAsP под действием лазерного облучения / соавт.: 
Б. В. Цап, Н. В. Мороз // Вторая Всесоюзная конференция 
«Физические основы надежности и деградации 
полупроводниковых приборов» : тез. докл. – Кишинев, 1986. – 
Ч. 1. – С. 58. 
 
81. Захват горячих электронов примесными центрами в 
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2006 

 
264. Найкращій у світі жінці ; Я не знав, що земля цвіте ; Ректор ; 
Інтерв’ю ; Дзвінок до Музи // Думська площа. – 2006. – 12 трав. – 
С. 8. 
 
265. Нищені – не знищені / передм. О. Різникова. – Одеса : 
Астропринт, 2006. – 48 с. – Зміст : Розстріляні зорі ; Новий 
Навуходоносор ; Полин-зоря ; Клятва Івана Мазепи ; Варшавський 
суд Степана Бандери ; Дума про кримський похід повстанців-
махновців ; Храм і тиран ; Пам'яті Олександра Довженка ; Трагедія 
людей ; Про автора. – В кн. також ст. : Чи збирався Сталін 
виселити українців до Сибіру? ; Чорнобиль : трагедія і знак ; 
Правда про Степана Бандеру і про ОУН ; Правда про кримський 
похід повстанців-махновців ; Олександр Довженко – великий 
українець. 
 Збірка містить поезії та публіцистичні статті, які знайомлять 
читачів з трагічними сторінками історії України. 
 

2007 
 
266. Дума про Антона Крушельницького // Літ. Одеса. – 2007. – 
№ 4 (27). – С. 68–72. 
 
267. Дума    про    Яринку  //  Літ.  Одеса.  –  2007.  –  № 3   (26). –  
С. 79–82 ; Слово жінки. – 2015. – № 4/5. – С. 40–41. 
 

2008 
 
268. Дума про Ніну Строкату // Одеська хвиля-3 : документи, твори, 
спогади в’язнів сумління / упоряд. П. Отченашенко [та ін.]. – 
Одеса, 2008. – С. 218–220. 
 

2010 
 

269. Дума про Майдан // Одеська хвиля-5 : документи, твори, 
спогади в’язнів сумління / упоряд. П. Отченашенко [та ін.]. – 
Одеса, 2010. – С. 129–131 ; Зона. – 2013. – № 28. – С. 173– 177. – 
(Поезія). 
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2011 
 
270. Розстріляні зорі // Шляхами пам'яті : антол. поет. творів, 
присвяч. пам'яті митців Розстріляного Відродження / ОДНБ 
ім. М. Горького ; упоряд. Г. І. Єфімова. – Одеса, 2011. – С. 30. 
 

2013 
 
271. Вклоняюсь Вам : зб. поезій / передм. О. І. Вавілової ; ред. 
О. С. Різників. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. – 28 с. – 
(Вони родом із університету). – Зміст : Не хлібом єдиним / 
О. І. Вавілова. Фізика і поезія – життя і любов [біогр. довідка]. 
Найкращій в світі жінці ; Я не знав, що земля цвіте ; Дзвінок до 
музи ; Поезія рідного краю ; Чоловікам, чиї жінки – поети ; 
Посланець неба ; Інтерв'ю ; Лідоримки ; Кому що… ; Ректор ; 
Петрос і Говерла ; Осінній грім любові ; Дума про Яринку ; Дума 
про Ніну Строкату. 
 Поезії присвячені жінкам: пісенно ніжним і привабливим, 
вродливим і розумним, талановитим і мудрим, слабким і водночас 
сильним, вільним і жертовним, героїчним і самовідданим, 
щасливим і нещасним… Є також кілька віршів, де автор з доброю 
усмішкою пише про чоловіків – вірних лицарів своїх  обраниць. 
 

2014 
 
272. Наша Голгофа : думи / вступ. ст. О. С. Різникова. – Одеса : 
Астропринт, 2014. – 72 с. – Зміст : Клятва Івана Мазепи ; Дума про 
кримський похід повстанців-махновців ; Дума про трьох братів, 
трьох селянських синів ; Дума про Антона Крушельницького ; Дума 
про Яринку ; Храм і тиран ; Варшавський суд Степана Бандери ; 
Дума про Ніну Строкату ; Дума про студента Миколу Невірного ; 
Дума про майдан ; Дума про Чорновола. 
 Думи, представлені у збірці, відображують трагічні долі наших 
простих людей і наших героїв у вихорі боротьби проти загарбників-
чужоземців та більшовицької диктатури. 

Про кн.. : Баран Є. Думи Олександра Птащенка [Електронний 
ресурс] // Золота пектораль. – 2015. – 24 листоп. – С. 1–2. – 
(Критика, рецензії, огляди). – Режим доступу : 
http://zolotapektoral.te.ua/evhen-baran-dumy-oleksandra-ptaschenka/ ; 
Дмитренко М. Становлення жанру // Чорномор. новини. – 2015. – 

http://zolotapektoral.te.ua/evhen-baran-dumy-oleksandra-ptaschenka/
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12 листоп. – С. 3 ; Кир’ян Н. Оновлення жанру // Слово 
Просвіти. – 2015. – 23-29 квіт. – С. 7 ; Манакін В. Потрібна школі 
книжка // Чорномор. новини. – 2015. – 12 листоп. – С. 3 ; 
Павліченко В. Кобзарські думи Олександра Птащенка // Веч. 
Одесса. – 2015. – 28 мая. – С. 7. – (192 сходинки) ; Шалак О. 
Продовження традиції [Електронний ресурс]. – 2015. – 
13 листоп. – Режим доступу : 
http://www.nspu.com.ua/retsenziji/137-prodovzhennya-traditsiji.html ; 
Івашків В. Українські думи двадцять першого століття // Дзвін. – 
2016. – № 11/12. – С. 258–260 ; Укр. літературознавство. – 
Вип. 81. – С. 254–257. 

Те саме. – Друге вид., оновл. і допов. – Київ : Укр. пріоритет, 
2018. – 96 с. – В кн. також включені рец. на 1-ше вид. зб. 
 
273. Прости, рідна земле ; Моя Журавка ; Твоя правда ; Поезія 
рідного краю ; Лідоримки ; Батькова кузня // Степів мелодії одвічні : 
поезія, проза, гумор / упоряд.: С. І. Мефодовський, П. Ф. Поліщук. – 
Одеса, 2014. – С. 248–255. 

 
2015 

 
274. Дума про Надію, або «Дівчина проти імперії зла» // Слово 
Просвіти. – 2015. – 27 серп. – С. 11 : фот. 
 
275. Дума про Надію Савченко // Відродження. – 6 серп. – С. 5 ; 
Свобода. – 4 верес. – С. 17 ; Чорномор. новини. – 2015. – 6 серп. – 
С. 3 ; Укр. слово. – 2016. – 17-23 лют. – С. 11. 
 
276. Дума про Надію Савченко [Електронний ресурс] // Укр. 
погляд. – 2015. – 4 серп. – Режим доступу : 
http://ukrpohliad.org/komentari/duma-pro-nadiyu-savchenko.html. 
 
277. Дума про трьох братів, трьох селянських синів // Чорномор. 
новини. – 2015. – 22 серп. – С. 5. 
 
278. Любов і ненависть ; Твоя правда ; Пам'яті Олександра 
Довженка ; Батькова кузня ; Я не знав, що земля цвіте ; Поезія 
рідного краю ; Посланець неба ; Прости, рідна земле // Думська 
площа. – 2015. – 27 листоп. – С. 6. 
 

http://www.nspu.com.ua/retsenziji/137-prodovzhennya-traditsiji.html
http://ukrpohliad.org/komentari/duma-pro-nadiyu-savchenko.html
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2016 
 
279. Людей ти вчиш любити… // Чорномор. новини. – 2016. – 
27 серп. – С. 5. 

 
2017 

 
280. Дума    про    Чорновола  //   Чорномор.    новини.   –   2017.   –  
27-28 груд. – С. 3. 

 
2018 

 
281. Валентинки-морозинки : Осінній грім любові ; Остання стріла 
Амура ; «Ми листуємося з лісом» // Чорномор. новини. – 2018. – 
1 лют. – С. 3. 
 
282. Дума про іловайську дитину // Відродження. – 2018. – 
30 серп. – С. 12. 
 
 

 
Вибрані поезії 

 

Батькова кузня 
 

Ллються, в’ються 
І сміються 
Дзеньки-бреньки. 

Григорій Чупринка 
 

Дзеньки-бреньки, 
дзінь-дзеленьки – 
Молоточки і обценьки. 
Молот гýпа, молот лýпа, 
А вугілля в горні купа 
Гріє сталь – гуде, тріщить, 
Синім полум’ям сичить; 
І – ах-хи, ох-хи, ух-хи 
Жару піддають міхи. 
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Батько дзенькне молоточком, 
А за ним – в ту саму точку 
Молот бухає: бу-бух – 
У сокири є обух! 
 
Батько лиш кивне до Гриця – 
Гриць обценьками – за крицю 
Та – в водицю, та – в водицю – 
Хай же криця причаститься! 
 
Ой – робота, ой – краса! 
Тут – сокира, там – коса, 
Тут – граблі, там – борона 
І відерце для зерна… 
А творять скарби оті 
Батька руки золоті. 

 
20 січня 2002 р. 

 
 

Камінь на вершині 
 

В Карпатах зелених, в гуцульськім краю, 
Де Прут прорізає міжгір'я 
І силу могутню плекає свою, 
Існує прадавнє повір'я: 
 
Як маєш у серці ти мрію палку 
Або потаємне бажання, 
То камінь знеси на вершину гірську 
Й на нім напиши заклинання. 
 
І зразу ж помножиться сила твоя, 
Й здолаєш ти будь-які гори, 
І усміхнеться до тебе земля, 
І обмине тебе горе… 
 
Зібрались і ми на вершину зійти: 
В долину прийшли до світання, 
Взяли камінці (щоб не важко нести) 
І загадали бажання. 
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Ми дерлись по схилу, ми падали з ніг 
(А вітер свистів нам у спину), 
І каменепади підступні, і сніг 
Здолали й зійшли на вершину. 
 
На купу каміння і наші лягли 
Камінчики скромні й легенькі. 
А то ж не каміння – то мрії були, 
Але все дрібні і сіренькі. 
 
А поруч лежала, як в небі пливла, 
Могутня, стотонная брила. 
Яка ж ото мрія у когось була! 
І де ж то взялась така сила! 

 
25 травня 2001 р. 

 
 

Моя Журавка 
 

Душею приріс я до міста, 
Та сниться ночами село: 
Як біло-зелене намисто, 
По річці воно потекло. 
Ось батьківська хата зринає 
І тане в вечірній імлі… 
Ніде в цілім світі немає 
Миліше і краще землі. 
Журавка – чарівнеє слово, 
З дитинства так любе мені. 
Це – юність моя веселкова, 
Це – мрії мої весняні… 
І степу цвітіння буяє, 
І кличуть в політ журавлі… 
Ніде в цілім світі немає 
Миліше і краще землі. 
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Мій друже єдиний, мій брате, 
Поїдьмо в село навесні: 
Почуєш, як треба співати 
Прості українські пісні: 
До самого неба злітає 
Та пісня на срібнім крилі… 
Ніде в цілім світі немає 
Миліше і краще землі. 

 
 

Найкращій в світі жінці 
 

Вірю: кожній жінці 
Бог створив чоловіка, 
для якого вона –  
найкраща в світі. 

 
Наснились мені коси твої житні 
І посмішка, що збурює серця, 
Очей твоїх дві зірочки блакитні 
І невловима лінія лиця. 
 
І голос: то дзвенить струмок в пустелі, 
То в морі грають хвилі весняні, 
А то – бринить струна віолончелі, 
То жайворонок б'ється в вишині… 
 
Я так шукав Єдину Жінку в світі 
(а дні летять – без ліку, без числа!)… 
І раптом – ти – із сонця і блакиті –  
Весну у спрагле серце принесла! 
 
Весна прийшла, заквітчана барвінком, –  
Надій крилатих осяйна пора… 
Вклоняюсь Вам, найкраща в світі жінко, 
Вам – ангелу Любові і Добра. 
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Пам'яті Олександра Довженка 
Сонет 

 
Я видів сон. У полі жито золоте, скільки око 
гляне. І небо таке синє, таке барвисте,  
якого ніколи в світі не буває в житті. 
А коли й буває,а коли й здається, то хіба 
в надзвичайні часи.А було небо і степ України. 

О. П. Довженко 
 

О літописцю, генію Вкраїни! 
Твій голос чистий на весь світ дзвенів, 
Уславив ти і золото ланів, 
Й небес блакить Святої Батьківщини. 
 
Ти серцем зігрівав її руїни, 
Коли, серед пожарищ і вогнів, 
Молох війни зжирав її синів 
І чоботом топтав лице країни. 
 
Та кожному пророку – своя доля: 
Кому Голгофа, а кому – неволя, 
Тобі ж дісталась клітка золота… 
 
Спливли відпущені тобі літа, 
Та не зів'яли виплекані квіти. 
Тирану – тліть. Поету – вічно жити. 

 
                                                           Січень 2001 р. 
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Полин-зоря 
 

10. І третій ангел посурмив, і впала з неба 
зоря велика, що палала як смолоскип, 
і впала на третину річок і на джерела вод. 
11. Ім'я зорі тій – Полин. І стала  
третина вод полином, і багато людей 
померло від вод, бо прогіркли. 

Одкровення від Івана Богослова, Р. 8. 
 
Підсудний і суддя… Ступаю навмання. 
Очей – десятки: всі, до мене всі прикуті. 
Так важко говорити! Лекція моя –  
«Чорнобиль. Як це сталось? Як це могло бути?» 
 
А що сказать? Що ангел третій просурмив 
І що Полин-Зоря з небес на землю впала? 
Що тисячі людей вогонь її спалив? 
І що та мить навпіл століття розірвала? 
 
Що смертоносне лихо відвернуть могли: 
Реактора болячки вже були відомі? 
Спитають: «А чому ж тоді мовчали ви? 
Чи ви ж – не хазяї у своїм власнім домі? 
 
Дожилися, що смерть уранова стоїть 
Над Києвом Святим і дихає у спину… 
Чи вам за нашу землю серце не болить?» – 
Які ж ми хазяї?.. Поглянь навколо, сину: 
 
Он – Батько наш Дніпро розтерзаний лежить, 
І чорним струпом греблі тіло його вкрили… 
І уяви собі, ти уяви на мить, 
Що води дощові одну із них підмили: 
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І села, і міста змете з лиця землі, 
Мільйонами людей гатить буде протоки!.. 
Так хто ж про це подумав? Люди ми – малі: 
Мільйони й зараз мруть – то буде менш мороки! 
 
Чому ж у нас горять в забоях шахтарі? 
Чому ж у нас не в ціль – в людей летять ракети? 
Чому ж у нас живуть у злиднях ВЧИТЕЛІ? 
Чому не про любов – про біль кричать поети? 
 
Ти зрозумів, чому? Даремно слів не трать, 
А набирайся сил, ставай скоріш на крила! 
ТИ – НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ. Учись хазяйнувать, 
Щоб наш народ Полин-Зоря не спопелила! 
 

6 листопада 2001 р. 
 
 

Розстріляні зорі 
 

У тридцяті роки 20-го ст. 
більшовицьким режимом було 
знищено три чверті українських 
письменників. 

 
Подивися, мій друже, на небо, на небо Вкраїни, 
На Чумацький, усіяний золотом, зоряний шлях –  
Ти побачиш провалля, обвуглені, чорні руїни 
На священних, дарованих Богом, небесних полях, 
 
Глянь: тут сяяло світлом чарівним сузір'я поетів –  
Наша гордість і слава, що буде світить у віках, –  
Та на місці зірок – лише діри від куль і багнетів 
Й безіменні могили в Сибіру і на Соловках. 
 
Мій народе, твій цвіт триста років вандали зривали, 
Щоб ти в небо поглянуть не міг, тільки в плузі ходив, 
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Та на місце полеглих сини твої кращі ставали, 
І сузір'я нові ти одвіку так щедро родив. 
 
Я не вірю, що зірку хтось може убить з пістолета, 
І напевно, у Бога є місце в раю – для митця, 
І яка б не була каламутна й глибокая Лета, 
Та зірки прилітають із неба – у наші серця. 

 
6 грудня 2001 р. 

 
 

Світанок на Росі 
 

Срібний світанок на Росі. 
Тихо. Ще сплять Божі гори. 
В білім тумані, як в морі, 
Хвилі зелені покосів. 
 
Верби проснулись і коси 
В струменях миють прозорих… 
Сонні стоять осокори, 
З віття обтрушують роси. 
 
Тіні пливуть над водою, 
Мов зачаровані мрії. 
Ніч уже там, за горою, 
День ще приходить не сміє. 

 
26 серпня 2003 р. 
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Трагедія людей 
 

Могутній Хаммурапі ввів закони –  
Основи правосуддя між людей –  
І до сусідів розіслав загони 
Для втілення нових своїх ідей. 
 
Міста горіли і палали села, 
Чаділи виноградники й сади, 
Великим Плачем повнилась Пустеля 
І криком знавіснілої орди… 
 
Пройшли тисячоліття. Вік двадцятий… 
Нові тирани правлять на землі, 
«Нові порядки» вводять заповзято: 
Один – в Берліні, інший – у Кремлі. 
 
І знов горять міста, і знов палають села, 
І знову тліють виноградники й сади, 
І знов – Великий Плач, кривава знов пустеля, 
І знову – крики знавіснілої орди… 

 
 

                                                                                     22 червня 2001 р. 
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Дума про кримський похід 
повстанців-махновців 

 
Пам’яті героїв Повстанської Армії Нестора Махна, 
яка, борючись за здійснення віковічного прагнення 
хліборобів до вільної праці на вільній землі, та однак, 
не маючи державницької ідеї, як могутній, але 
сліпий велетень, металась просторами України 
і неодноразово ставала трагічною жертвою  
підступної політики більшовиків. 

 
Ой, у Гуляй-Полі та на вольній волі 
не зелені діброви під вітром шуміли, –  
то козаки-повстанці у неділю вранці 
на дружнюю раду, на сердешну пораду 
ой, іще затемна та до батька Махна прилетіли. 
 
А наш батько Махно – золоте стремено – 
та козацької вдачі-породи: 
хліборобам – земля під сади і поля, і городи; 
робітному же люду – під владу-оруду заводи, 
а ловцям-рибакам, як і всім козакам, – 
                                       і текучі, й стоячії води. 
 
Та не довго в полях та на сірих волах 
                              хлібороби ту землю орали; 
та не довго в містах, у заводах-цехах 
                 вільні люди-майстри майстрували; 
та не довго в річках і в глибоких ставках 
                             рибаки вільно рибу ловили, 
бо повстанську країну, 
                    нашу бідну Вкраїну 
                            вороги звідусіль обступили. 
 
Врангель із Криму татарського 
веде тучі війська царського: 
всі полки-загони – золотії погони – 
всі бійці – офіцери... Та залізні панцéри... 
 
А з північних сторін – то червоні 
армії піші і конні: 
многії пушки-гармати 
та незліченні солдати. 
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І став батько Махно 
                 побратимів-повстанців питати: 
„Ой, чи зможемо ми водночас 
                               та й усіх ворогів воювати? 
Чи не краще з червоними нам 
                          у союз-договір та вступати 
і на Врангеля спільно в похід вирушати, 
землю нашу вкраїнську 
                 від царського війська звільняти?” 
 
А хлопці-повстанці отак йому відповідали: 
коней вороних 
                   рано-вранці швиденько сідлали 
і вітром буремним  
                         на Врангеля військо напали, 
мов отару овець, 
                        до Турецького Валу догнали, 
а селян-хліборобів 
                             з неволі-наруги звільняли 
та до себе у військо козацьке 
                       бійців-добровольців збирали. 
 
Сивашу неприступні солоні болота 
і кінна кіннота, 

і піша піхота 
доріжками-путями, 

козацькими стежками, 
через темную воду 

у ніч-непогоду 
пройшли-перетнули з важкими боями 
і стали на твердую землю 
                               на кримську ногами. 
 
І шаблі козацькі шалено свистіли-рубали, 
вражéнькам зненацька, 
                      як сніг той на голову, впали 
і духом єдиним 
                         до стін Севастополя гнали, 
коней вороних 
                    та й у Чорному морі скупали! 
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Та як тільки бої 
               у таврійській землі, 
                                   як громи, одгриміли, 
раптом більшовики – 
                      комісари-вовки, – 
не вбоялись ганьби, – 
                      мов звірі-хижаки, 
на махновські штаби, 
              на повстанські полки 
                                           уночі налетіли. 
 
І до батька Махна  
         лише сотня одна 
крізь заслони пробилась-прорвалась, 
а козацькі полки 
              та й навіки-віки 
у широких степах,  
            у густих ковилах 
непробудно лежати зостались. 
 
Та не згинула вольная воля! 
Вічна слава синам Гуляй-Поля! 
Та не згинула наша родина – 
буде вічно жива Україна!  

 
25 травня 2002 р. 
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Влияние ионного облучения на фотоэлектрические свойства и 
электролюминесценцию          p-n-гетеропереходов     на     основе  
GaAs1-xPx – 92 

Влияние    малых       доз    γ-облучения     на     характеристики  
p-n-переходов на основе GaAlAs с дислокациями – 89 

Влияние механических напряжений на деградационные 
процессы в приборных структурах на основе полупроводников 
А3В5 – 78 

Влияние механических напряжений на поверхностные 
свойства арсенида галлия – 70 

Влияние механических напряжений на характеристики диодов 
с барьером Шоттки на основе GaAs – 71 

Влияние  окружающей  атмосферы   на  поверхностный  ток   в  
p-n-гетероструктурах на основе GaAs-AlGaAs – 135 

Влияние окружающей атмосферы на характеристики 
кремниевых p-n-переходов – 172 

Влияние окружающей диэлектрической среды на 
характеристики полупроводниковых лазеров – 136 
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Влияние оптической обратной связи на характеристики 
лавинных фотодиодов на основе n+-v-n-гетероструктур – 43 

Влияние  паров   аммиака   на   характеристики   кремниевых  
p-n-переходов – 173 

Влияние паров аммиака на характеристики p-n-переходов на 
основе AlGaAs – 174 

Влияние паров аммиака на характеристики p-n-переходов на 
основе InGaN – 182 

Влияние     перезарядки  примесных  ионов  на  их  движение в  
p-n-переходе – 44 

Влияние примесного захвата горячих электронов на 
электрические свойства p-v-n-структур со сверхдлинной базой на 
основе квазимонополярного релаксационного полупроводника – 
79 

Влияние структуры светоизлучающих диодов на их 
деградацию – 34 

Влияние туннельного захвата с испусканием фононов на 
примесную рекомбинацию носителей заряда в p-n-переходах – 72 

Влияние уменьшения концентрации акцепторов в процессе 
старения на свойства светодиодов – 17 

Влияние γ-радиации на GaxAl1-xAs излучающие диоды – 73 
Вплив атомів сірки на характеристики p-n-переходів на основі 

GaAs як газових сенсорів – 183 
Вплив      газового   середовища    на    поверхневий    струм   в  

p-n-гетероструктурах на основі GaAs–AlGaAs – 138 
Вплив       навколишньої    атмосфери        на     характеристики  

p-n-переходів на основі AlGaAs – 175 
Вплив   обробки   в    розчині    Na2S    на  поверхневий  струм в  

p-n-переходах на основі GaAs – 223 
Вплив парів аміаку на морфологію поверхні і поверхневу 

рекомбінацію в p-n-переходах на основі GaAs та GaP – 155 
Вплив парів аміаку на поверхневий струм в p-n-переходах на 

основі напівпровідників А3В5 – 151 
Вплив парів аміаку на поверхневий струм у р-n-переходах на 

основі AlGaAs i Si – 176 
Вплив парів аміаку на поверхневий струм p-n-структур на 

основі напівпровідників AIIIBV – 139 
Вплив     парів     аміаку       на     фотоелектричні      явища      в  

p-n-структурах на основі GaAs – 152 
Вплив парів аміаку на характеристики р-n-переходів на основі 

напівпровідників АІІІВV – 160 
Вплив парів води і аміаку на пробій p-n-переходів – 211 
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Вплив поверхневого легування атомами сірки на 
характеристики      газових      сенсорів     на     основі     кремнієвих  
p-n-переходів – 227 

Вплив      поверхневого      легування        на      характеристики  
p-n-переходів на основі GaAs як газових сенсорів – 212 

Вплив поверхневого легування атомами сірки на 
характеристики р-n-переходів на основі напівпровідників А3В5 – 186 

Вплив поверхневого легування на характеристики кремнієвих 
p-n-переходів як газових сенсорів – 201 

Вплив поверхневого легування на чутливість p-n-переходів на 
основі GaAs як газових сенсорів – 202 

Вплив поверхневого розупорядкованого шару на ефект поля в 
p-n-переходах на основі GaAs – 161 

Вплив  поверхневої  рекомбінації  на  розподіл  носіїв  заряду в  
p-n-переході – 156 

Вплив рівня легування кремнієвих p-n-переходів на їхні 
характеристики як сенсорів парів аміаку – 224 

Вплив   рівня    легування   на   газову   чутливість    кремнієвих  
p-n-переходів – 228 

Вплив структури кремнієвих p-n-переходів на їх характеристики 
як газових сенсорів – 203 

Вплив структури p-n-переходів на їх характеристики як газових 
сенсорів – 195 

Высокая магниточувствительность и локализация 
электрического поля в p-i-n-структурах на основе GaAs(О) – 60 

Движение  примесных  центров  при  комнатной  температуре в  
p-n-переходах на основе GaAs, Ga1-xAlxAs, GaAs1-xPx – 35 

Двойные           оптические        переходы       и      антистоксова  
люминесценция – 22 

Двойные оптические переходы через глубокие уровни и 
спектральное преобразование электромагнитного излучения – 20 

Деградационные процессы, стимулированные механическими 
напряжениями, в приборных структурах на основе 
полупроводников А3В5 – 105 

Деградация излучающих p-n-переходов – 93 
Деградация излучения GaAs:Si-светодиодов при высоких 

плотностях тока – 23 
Деградация инжекционной электролюминесценции и дрейф 

примесных ионов в p-n-переходах – 45 
Деградация светодиодов на основе GaAs1-xPx и Ga1-xAlxAs – 21 
Деградация светоизлучающих диодов – 50 
Деградация    светоизлучающих    диодов   на    основе    GaAs,  

Ga1-xAlxAs и GaAs1-xPx     и     накопление     примесных   центров   в  
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p-n-переходах – 32 
Деградация   СИД   на   основе     GaAlAs   в     форсированном  

режиме – 75 
Деградация электролюминесценции p-n-переходов на основе 

GaAlAs и GaAsP под действием лазерного облучения – 80 
Деградация p-n-переходов на основе GaAsP и GaAlAs под 

действием лазерного излучения – 94 
Деградация p-v-n-светодиодов на основе GaAs(О) – 61 
Деградація      газових     сенсорів     на       основі     кремнієвих  

p-n-переходів – 217 
Деградація діодних лазерів і просторові характеристики їх 

випромінювання – 143 
Дослідження сонячного елемента: метод. вказівки до 

лабораторної роботи спецпрактикуму з оптоелектроніки – 140 
Ефект поля в p-n-переході – 157 
Ефект   поля,   індукований     адсорбційними     процесами     в  

p-n-переходах – 187 
«Залечивание» неоднородностей p-n-переходов в 

светодиодах при пропускании обратного тока – 85 
Захват горячих электронов примесными центрами в 

полуизолирующем арсениде галлия – 81 
Захват горячих электронов примесными центрами в 

полуизолирующем n-GaAs – 82 
Збірник задач з фізичних основ оптоелектроніки та квантової 

електроніки: метод. посіб. до курсів лекцій «Нелінійна оптика і 
квантова електроніка», «Фізичні основи оптоелектроніки» та 
«Квантова        електроніка    і    оптоелектроніка»    для    студентів  
3 і 4 курсів – 158 

Избыточные токи и старение светодиодов на основе СaAs – 18 
Излучательная       рекомбинация   при   двойной   инжекции   в  

n+-i-n-гетеропереходах GaAs – Ga1-xAlxAs – 33 
ИК-гашение в CdS при различной степени участия r-канала в 

рекомбинации – 1 
Инфракрасное гашение примесной фотопроводимости в 

сульфиде кадмия – 5 
Инфракрасное гашение примесной фотопроводимости 

сульфида кадмия – 2 
Ионная проводимость и нестационарное распределение 

примесных центров в полупроводниках с p-n-переходом – 25 
Исследование        глубоких        примесных         уровней        в  

p-v-n-структурах на основе GaAs (О) – 51 
Исследование деградации оптоэлектронных структур на 

основе полупроводников А3В5 – 62 
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Исследование механизма деградации электролюминесценции 
Ga1-xAlxAs – 46 

Исследование механизмов деградации светоизлучающих 
диодов на основе GaAs1-xPx и Ga1-xAlxAs при низких уровнях 
инжекции – 26 

Исследование поверхностных токов в p-n-переходах на основе 
арсенида галлия – 12 

Исследование примесной фотопроводимости и ее 
инфракрасного гашения в полупроводниковых веществах типа 
CdS – 9 

Исследование спектральной зависимости фотоионизации 
очувствляющих центров в сульфиде кадмия – 6 

Исследование стабильности излучающих диодов на основе 
Ga1-xInxAs1-yPy – 47 

Исследование старения светодиодов на основе арсенида 
галлия – 13 

Исследование стационарного инфракрасного гашения 
фототока в CdS – 3 

Исследование фотопроводимости n+-n-v-n+-гетероструктур 
GaAs – Ga1-xAlxAs – Ga1-yAlyAs – GaAs – 27 

Исследование p-i-n структур на основе GaAs(o) – 28 
К вопросу об инфракрасном гашении фотопроводимости в 

монокристаллах CdS – 4 
К     природе        высокой        магнитной        чувствительности  

p-i-n-структур на основе GaAs(О) – 67 
Кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки на 

сучасному етапі – 220 
Квантова електроніка: метод. посіб. до курсів лекцій «Нелінійна 

оптика і квантова електроніка» та «Квантова електроніка і 
оптоелектроніка» для студентів 3 і 4 курсів – 165 

Керований термоядерний синтез: метод. посіб. до курсу лекцій 
«Проблеми сучасної фізики» – 144 

Кинетика перезарядки примесных уровней в s-диодах на 
основе GaAs(О) – 63 

Кинетика примесной фотопроводимости полупроводников типа 
CdS – 10 

Кінетика поверхневого струму, пов’язаного з адсорбцією іонів у 
p-n-переходах – 153 

Короткий українсько-російсько-англійський словник термінів 
квантової електроніки: метод. посіб. до курсу лекцій «Нелінійна 
оптика і квантова електроніка» для студентів 3-го курсу – 145 

Кремнієві p-n-переходи як газові сенсори – 177 
Лавинное    умножение     носителей     заряда     в    изотипных  
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n+-v-n-гетеропереходах GaAs – Ga1-xAlxAs – 36 
Лазерне охолодження атомів: метод. посіб. до курсів лекцій 

«Нелінійна оптика і квантова електроніка», «Квантова електроніка і 
оптоелектроніка» та «Проблеми сучасної фізики» для студентів 3, 
4 і 5 курсів – 178 

Методика фотоэлектрического контроля неоднородностей 
полупроводниковых структур – 95 

Методы исследования стабильности СИД – 29 
Механизмы деградации и прогнозирование срока службы 

оптоэлектронных устройств на p-n-переходах – 24 
Механизмы деградации полупроводниковых излучателей 

оптического диапазона – 37 
Механизмы оптического гашения люминесценции в 

полупроводниках с несколькими каналами рекомбинации – 30 
Механические напряжения в светодиодах и поляризация 

электролюминесценции – 106 
Механические напряжения и деградация приборных структур 

на основе полупроводников А3В5 – 100 
Механізми впливу адсорбційних процесів на поверхневий 

струм в р-n-переходах – 188 
Механізми підсилення поверхневого струму в p-n-переходах, 

індукованого адсорбційними процесами – 204 
Механізми      чутливості       газових       сенсорів     на     основі  

p-n-переходів – 189 
Механічні напруження та деградаційні процеси в лазерних 

гетероструктурах – 132 
Моделирование фотоэлектрических неоднородностей в 

пленочных полупроводниковых структурах – 121 
Модель газового сенсора на p-n-переході – 159 
Модель     низкочастотных     осцилляций         обратного    тока  

p-п-перехода – 124 
Монополярная инжекция и лавинное умножение носителей 

заряда в высокоомных слоях полупроводников – 31 
Напівпровідникові лазери як рефрактометричні елементи – 166 
Нелинейная    физика:    основные    понятия    и    идеи:   учеб.  

пособие – 125 
Неоднородности распределения фототока по поверхности 

МДП-структур, подвергнутых длительным механическим 
напряженим – 74 

Неоднородности фототока в кремниевых солнечных 
элементах – 122 

Неоднородности фототока в тонкопленочных р-п-структурах – 
117 
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Неоднородности   фоточувствительности       многоэлементных  
p-i-n-фотодиодов – 107 

Нестабильности            обратных      токов      многоэлементных  
p-i-n-фотодиодов – 108 

Нестабильность обратных токов и “залечивание” 
неоднородностей кремниевых p-n-переходов – 113 

Нестабильность светодиодов при высоких уровнях инжекции – 
86 

Нестабільність поверхневих центрів у газових сенсорах на 
основі арсенід-галієвих p-n-переходів – 218 

О возможном механизме появления отрицательного 
сопротивления p-n-гетеропереходов с глубокими уровнями – 109 

О механизме насыщения инжекционного тока и отрицательной 
фотопроводимости p-v-n-структур на основе GaAs (О) – 52 

О  механизме    прохождения  тока  в    магниточувствительных  
p-i-n-структурах на основе GaAs(О) – 68 

О роли дислокаций в деградации светодиодов – 84 
Общность природы дефектообразования в p-n-переходах на 

основе GaAlAs и GaAsP при лазерном и ионном облучении и при 
пропускании прямого тока – 83 

Оптическое   и  термическое    гашение  инжекционного  тока  в  
p-v-n-структурах на основе GaAs(О) – 48 

Основи квантової електроніки: навч. посіб. – 196 
Основи нелінійної фізики: навч. посіб. – 141 
Особенности генерации дефектов в GaAs и GaAlAs под 

действием рентгеновского излучения – 55 
Особенности деградации излучающих диодов, связанные с 

неоднородностями p-n-переходов – 53 
Особенности деградации оптических излучателей на основе 

n+-i-n-гетероструктур GaAs – Ga1-yAlyAs – Ga1-xAlxAs – 49 
Особенности  инжекционного  отжига     дефектов,   введенных  

γ-облучением, в многослойных полупроводниковых излучающих 
структурах – 56 

Особенности              микроплазменных              явлений         в  
n-v-n-гетероструктурах – 64 

Особенности радиационной деградации светоизлучающих 
диодов с переизлучением фотонов – 57 

Особенности распределения фототока в p-i-n-структурах со 
сверхдлинной базой на основе компенсированного GaAs, 
связанные с разогревом электронов – 76 
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Особенности стационарных люкс-амперных характеристик 
примесной фотопроводимости с очувствляющих центров в 
сернистом кадмии – 7 

Особенности                      фотоэлектрических                 свойств  
p-n-гетеропереходов с неоднородностями – 96 

Особенности характеристик фото- и электролюминесценции 
многослойных полупроводниковых структур – 38 

Особенности               характеристик     электролюминесценции  
n+-v-n-гетероструктур – 39 

Особливості довгочасової еволюції кластерів CdS всередині 
шпаристого скла після γ-опромінення – 205 

Отрицательное сопротивление p-n-гетеропереходов с 
глубокими уровнями – 101 

Оцінка співвідношення між нано- і мікрочастинками AgBr у 
матрицях шпаристого скла по спектрах фотолюмінесценції – 197 

Перезарядка глубоких примесных уровней в p-v-n-структурах 
на основе GaAs(o) – 40 

Поляризационные явления в полупроводниковых лазерах с 
полосковой геометрией – 128 

Поляризация подпорогового излучения и механические 
напряжения в активной области лазерных диодов – 112 

Природа безызлучательных токов в светодиодах – 87 
Природа «рекомбинационного» тока в p-n-переходах с 

неоднородностями – 102 
Проводимость в твердом состоянии и каталитическая 

активность гексацианоферрат (ІІ)–тиосемикарбазидных 
комплексов 3d-металлов – 146 

Просторові характеристики напівпровідникових лазерів зі 
смужковою геометрією – 162 

Просторово-неоднорідна         тунельна         рекомбінація       в  
p-n-структурах – 147 
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